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	成果简介：
	本成果基于团队过往从业经历及行业经验，结合国内外硅基氮化镓相关技术及市场资料，进行对比分析，总结相关技术特点，全面了解掌握硅基氮化镓技术的动态发展趋势和方向，寻求技术与市场的关键结合点，开发出符合市场需求的产品，提升产业化效率。
项目难点：高质量的外延材料也是确定器件击穿电压的关键因素。外延材料的生长需要精确控制各层的组分，从而获得稳定的高迁移率二维电子气沟道，从而降低器件电阻。
本成果通过以下技术研究开发实现：
1、高均匀性、低翘曲度、低漏电8英寸硅基氮化镓MOCVD外延生长技术；
2、增强型8英寸硅基氮化镓芯片制造技术：开发无金CMOS兼容全流程制造工艺，包括低损伤氮化镓刻蚀技术、低欧姆接触技术、氮化镓表面钝化技术、芯片平坦化技术；
3、研究增强型硅基氮化镓功率电子系列产品，工作电压覆盖30V-200V；
4、研究氮化镓器件的失效机理与可靠性提升技术，特别是与 JEDEC 与 AEC 等国际质量标准体系对接,打破硅基氮化镓产品在国内通过JEDEC可靠性的空白。
成果主要创新点：
1、增强型的硅基氮化镓器件：实现增强型硅基氮化镓器件，各项器件指标达到世界先进水平。
2、8英寸硅基氮化镓外延工艺：在8英寸硅衬底上，生长高质量氮化镓薄膜。
3、8英寸硅基氮化镓制造工艺：实现硅CMOS兼容无金工艺。
4、高性能8英寸硅基氮化镓增强型低压功率器件够承受更高的电压和温度、更高功率密度、高效率等特点。
成果应用情况：
1、高性能8英寸硅基氮化镓增强型低压功率器件应用于数据中心的优势--提升效率 、节能减排、提升频率、提升功率密度。
2、高性能8英寸硅基氮化镓增强型低压功率器件应用于激光雷达（无人驾驶）的优势--损耗降低、减少碳排放、汽车续航提升、提升功率密度。
成果所获奖项：
1、获得广东省高新技术产品证书
本项目在全球范围内首次成功从8英寸硅基氮化镓量产技术，技术全球领先。该量产技术为国内首次实现，解决了国家在第三代半导体领域卡脖子问题，实现了零的突破，现已实现国产化替代。


